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Введение 

Оксид галлия – ультраширокозонный полупроводниковый материал четвертого 

поколения, перспективный для создания новых силовых и высокочастотных устройств. 

Бета фаза оксида галлия β-Ga₂O₃, наиболее термически устойчива и позволяет 

использовать стандартные методы роста объёмных кристаллов из расплава, что также 

является технологическим преимуществом при производстве подложек и приборов на 

основе этого материала [1, 2]. Определение механических свойств кристаллов β-Ga₂O₃ и 

их зависимости от особенностей (дефектов) кристаллической структуры является 

важной прикладной и фундаментальной задачей в области исследования данного 

материала. 

 

Основная часть 

При помощи составного пьезоэлектрического осциллятора определены величины 

эффективного модуля упругости (модуля Юнга) и затухания акустических волн в 

кристалле бета-фазы оксида галлия, легированного железом. Измерения проведены для 

основной продольной моды с колебательной деформацией образца в виде стержня вдоль 

направления [010]. При частоте колебаний 107,91 кГц величина модуля Юнга для β-

Ga2O3:Fe (0,01 мол.%) составила E=306,1 ГПа, декремент затухания δ=0,00021. 

 

Выводы 

Полученный результат открывает широкие возможности для верификации 

упругих свойств монокристаллов β-Ga2O3:Fe рассчитанных различными теоретическими 

методами [3], а также экспериментальных данных, полученных другими способами [4]. 

Прикладная ценность заключается в возможности использования полученных величин 

модуля Юнга для проектирования элементов полупроводниковых устройств с учётом их 

механических свойств. 
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